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Deney 9: BJT'li Kaskat Baglantil1 Kuvvetlendirici
Devreleri



GIRIS

* Kuvvetlendiriciler, bir isaret kaynagi tarafindan girislerine verilen
isareti cikislarina yukselterek aktaran devrelerdir.

* Yiikselticilerde transistorler, disaridan uygulanan dogru akim ve
gerilimlerle uygun calisma noktalarinda kutuplanirlar. Yukseltilen
sinyaller, girise uygulanan zamanla degisen sinyallerdir.



GIRIS

* Cok kath transistorli kuvvetlendirici devreleri olusturmanin en
basit yolu iki transistorin Kkaskat olarak (arka arkaya)
baglanmasidir.

* Bu devre yapisi, tek transistorli kuvvetlendirici devrelerinin
kuvvetlendirme miktari yeterli olmadigi takdirde tercih edilebilir.



GIRIS

* Cok kath kuvvetlendirici devrelerinde dikkat edilmesi gereken en
onemli konulardan biri secilecek transistorlerdir.

* Cok kathi kuvvetlendirici devrelerinin kuvvetlendirme miktarinin
her katinda elde edilen kuvvetlendirme miktarinin birbiriyle
carpimina esittir. Bu da ilk katlarda secilecek olan transistorlerin
ic gurultulerinin yiiksek olmasi durumunda, c¢ikista ¢cok yluksek
bir gurultu elde edilmesine neden olacaktir.



GIRIS

. %ok katli kuvvetlendirici devrelerinde her katta bulunan transistoriun
C calisma sartlar1 vardir, kaskat sekilde baglama bu calisma sartlarini
olumsuz sekilde etkilememelidir.

. IEOk katlh  kuvvetlendirici devrelerinde elde edilecek olan

uvvetlendirme miktar1 dikkatli sekilde ayarlanmalidir. Elde edilecek

kuvvetlendirme miktar1 cok yuksek olursa devrenin kararsiz olmasina
neden olabilir bu da devrenin cikisinda kirpilmaya neden olabilir.

 Kaskat olarak baglanan cok katll kuvvetlendirici devrelerinde giris ve

¢ikis empedanslarinin degerlerine dikkat edilmelidir. Bunun i¢in giris
empedans degerinin yiiksek, cikis empedans degerinin ise dusiik
olmasi tercih edilir. Empedans degerlerin bu sekilde secilmesi, bir
kuvvetlendirici katindan diger kuvvetlendirici katina baglanti
gerfekle§tiri‘.irken mumkin oldugunca az kayip ve bozulma olmasini

saglayacaktir.




Direkt Baglantili (Kuplajh)
Kuvvetlendiriciler

* Bir transistor ile olusturulan kuvvetlendirici devresi diger
kuvvetlendirici devresine dogrudan ve ara elemansiz
olarak baglanir.

 Bir Kkuvvetlendirici devresinin  geriliminin  diger
kuvvetlendirici devresinin giris gerilimini olusturur.
Devrenin kararligini saglamak amaciyla devrenin
besleme geriliminin cok dikkatli bir sekilde secilmesi
gerekmektedir.

O
* Yapinin olumsuz yani olarak sayabilecegimiz kismi”

devrelerin calisma noktalarinin birbirine bagh olmasidir.

* Devrenin avantaji olarak frekansa bagimli olunmamasi ve
DC gerilimlerinde yukseltilebilecek olmasidir.




RC (Diren¢ - Kapasite) Baglantih
(Kuplajhi) Kuvvetlendiriciler

* Bir kuvvetlendirici devresinde sadece AC sinyali
cikisa aktarmak istiyorsak ve bu iki devre arasinda
empedans ayar1 sorunu bulunmamaktaysa baglanti

eleman1 olarak kondansator kullanilir ve bu Ré S 2 S
kapasiteye kuplaj kapasitori adi verilir. g—T'ﬁ Ql Q_leuéij i
 RC kuplajli kuvvetlendiricilerde kazan¢ miktar1 " o N
frekansa baghdir. Yani frekans degeri degistikce

kondansatorun direnc degeri de degisecegi icin 2 o "
cikistaki sinyalin genligi degisir. l

* Direkt baglantili kuvvetlendiricilerden farkli olarak
katlarin calisma noktalari birbirinden etkilenmez.



Transformator Baglantili (Kuplajh)
Kuvvetlendiriciler

* Transformator baglantili kuvvetlendiricilerde, kuvvetlendiriciler

dra

sindaki baglanti empedans trafosu ile saglanmaktadir. Bu

sekilde baglanti katlar1 elektriksel olarak birbirinden yalitmis
olur.

* Kullanilan kuplaj trafosunun kalitesine bagli olarak trafonun
doyuma ulasabilir ve bu durum kuvvetlendiricinin veriminin
dusmesine neden olabilir.

* Transformator baglantili kuvvetlendiricilerin avantajlar1 ise,

bir!
DIr

virine baglanan kuvvetlendiricilerin empedans degerlerinin
pirinden farkli olabilmesi ve kuvvetlendirici katlarinin

bir|

virlerinin calisma noktalarini etkilememesidir.



Cok Kath B]JT’li Kuvvetlendirici
Devrelerin Kazanci
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Max=645.149 mV A/C source

1=-3.683 pA

V =-29.186 mV
f=80Hz

Vmax = 50 mV
V(rms) = 35.355 mV
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